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La ricerca sui materiali semicon-
duttori basati su composti di azo-
to ed elementi del terzo gruppo,
in particolare il gallio, & attiva da
una paio di decenni. Il nitruro di
gallio (GaN) presenta interessanti
proprieta dal punto di vista dell’e-
lettronica e dell’optoelettronica.
Ha un salto di banda diretto mol-
to ampio, (3,4 eV contro poco piu
di 1,1 eV del gap indiretto del sili-
cio), un campo elettrico critico di
3 MV/cm e una buona conducibi-
lita termica. Tutte queste caratte-
ristiche ne fanno un materiale
ideale per la realizzazione di di-
spositivi di potenza in grado di
operare a frequenze di decine di
GHz. L'ampio band gap diretto
che ha consentito la realizzazione
di led in luce blu permette anche
di estendere I'intervallo di tempe-
rature di funzionamento dei di-
spositivi di potenza.

Dopo essere passati dai laboratori
di ricerca accademici a quelli dei
produttori di semiconduttori, i
dispositivi di potenza in nitruro di
gallio sono entrati nella fase di
commercializzazione. Secondo la
societa di ricerche di mercato
iSuppli i tempi sono ormai maturi
perché il nitruro di gallio assuma
un ruolo di assoluto rilievo tra i
materiali impiegati nei dispositivi
di power management. Da un la-
to, infatti, la tecnologia per la rea-
lizzazione di Mosfet di potenza in
silicio € maturata al punto da ren-
dere arduo conseguire ulteriori
miglioramenti, tanto ci si e avvi-
cinati al limite teorico. Dall’altro,
negli ultimi due anni sono state
messe a punto delle metodologie
per la produzione di dispositivi in
GaN che, basandosi sulla crescita
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L'eta adulta
del nitruro di gallio

Nei prossimi anni 1l numero di dispositivi di gestione della
potenza in nitruro di gallio subira un aumento esponenziale

parti in nitruro di gallio
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in GaN (parte della piatta-
forma denominata GaNPo-
wlIR) per convertitori Dc-Dc POL
(Point-of-Load). IR aveva dato an-
nuncio nel 2008 di aver brevettato
una rivoluzionaria tecnologia epi-
tassiale, frutto di cinque anni di
ricerca, per la produzione di FET
a elevata mobilita elettronica
(Hemfet). Limpatto di questa tec-
nologia, che prometteva migliora-
menti nella cifra di merito (FOM)
di specifiche applicazioni di po-
tenza fino a un fattore dieci ri-
spetto ad analoghe soluzioni in si-
licio, era stato valutato da Oleg
Khaykin, ceo di IR, come equiva-
lente se non superiore a quello
dell'introduzione degli HexFet di
potenza, trent’anni prima.

I dispositivi in nitruro di gallio of-
frono maggiori prestazioni in ter-
mini di una pil alta frequenza di
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(fonte: iSuppli)

di strati epitassiali di questo ma-
teriale sui wafer in silicio, si pre-
stano all'implementazione negli
impianti produttivi esistenti. Di-
versi produttori hanno gia messo
a catalogo i nuovi componenti di
potenza in nitruro di gallio.
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Lo scorso anno Efficient Power
Conversion (EPC, azienda co-fon-
data dall’inventore dell’HexFet
nonché ex-ceo di International
Rectifier) ha messo in commercio
dieci Mosfet di potenza in GaN,
un segnale deciso di fiducia nella
tecnologia. Lazienda statunitense
ricorre a un sottile strato di nitru-
ro di allumino per isolare il sub-
strato di silicio del wafer dalle

funzionamento e di minori perdi-
te resistive e di commutazione. In
ultima analisi permettono di rea-
lizzare convertitori e alimentatori
pil efficienti con un fattore di for-
ma pitt compatto. A trarne van-
taggio saranno in primo luogo le
apparecchiature portatili con esi-
genze di miniaturizzazione e lun-
ga durata delle batterie, come no-
tebook e smartphone, e in secon-
da battuta i ‘fratelli’ stanziali di
maggior peso, 0ssia server e com-
ponenti dell’infrastruttura di rete
il cui rendimento energetico in-
fluisce direttamente sulle bollette
energetiche aziendali.

Secondo iSuppli la diffusione dei
nuovi dispositivi sara frenata, nel
2010 e nel 2011, dal loro elevato
costo iniziale.  ragionevole rite-
nere che in questo periodo a farne
uso saranno le applicazioni di fa-
scia alta, come i server aziendali.
Man mano che la tecnologia pro-
duttiva maturera, facendo scende-
re i costi di produzione, i disposi-
tivi di potenza in GaN comince-
ranno a sottrarre mercato ai Mo-
sfet tradizionali. iSuppli prevede
per il 2012 e 2013 un fatturato
complessivo per i componenti in
GaN destinati al power manage-
ment di 50,3 e 183,6 milioni di
dollari, rispettivamente.
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